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1. INTRODUGAO

O 6xido de cobalto (Co304) se destaca como um material
promissor para o desenvolvimento de dispositivos eletrénicos de
baixo custo, alta estabilidade e eficiéncia energética, tais como
células solares e transistores de filme fino. Neste trabalho,
investigamos as propriedades estruturais, pticas, elétricas e
fotocondutivas de uma amostra de Co304 preparada pelo
método de deposicdio magnetron sputtering reativo. O estudo se
concentrou principalmente nas caracteristicas elétricas e na
resposta fotocondutiva do material, com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento de novos dispositivos optoeletrénicos com
potencial para diversas aplicagdes tecnolégicas.

2. METODOLOGIA

A fotocondutividade do filme de Co304 depositado por
sputtering foi investigada em temperatura ambiente. As medicdes
foram iniciadas com as amostras sob condi¢cdes de dark por 50
segundos, seguidas por uma exposi¢do continua & luz por outros
50 segundos. A excitacdo foi realizada utilizando fontes laser: um
laser violeta com energia de 405 nm (3,1 eV) e um laser verde
com energia de 532 nm (2,3 eV), ambos com poténcia média de
15 mW.

3. RESULTADOS E DISCUSSOES

Conforme evidenciado na Figura 1, o filme de Co304 depositado
por sputtering apresentou uma fraca resposta & luz em
temperatura ambiente, com uma razdo entre a fotocondutividade
sob luz (Owz) e sob escuriddo (Geswro) de apenas 1,08 para
excitagdo com laser violeta de 405 nm. Esse resultado pode ser
atribuido & baixa energia de ativacéo térmica do filme, conforme
observado em um estudo prévio de condutividade versus
temperatura [1]. Essa baixa energia de ativagéo, combinada com
a natureza policristalina do filme e os defeitos estruturais
inerentes & técnica de deposigéio por sputtering, contribui para a
fraca fotoresposta.

Figura 01 - Medidas de fotocondutividade em temperatura
ambiente.
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Fonte: Préprio autor.

4. CONCLUSOES

A fraca fotoresposta do filme de Co304 depositado por
sputtering em temperatura ambiente é uma consequéncia da
combinag¢do de baixa energia de ativagdo térmica, defeitos
estruturais e natureza policristalina do material. Otimizagdes no
processo de deposicdio, como o uso de técnicas que promovam o
crescimento de filmes monocristalinos com menor densidade de
defeitos, podem ser exploradas para melhorar a
fotocondutividade do material.Destaque e anélise dos principais
resultados alcangados na pesquisa.
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